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Fondamental: Applique: |
-Développer des procédés de fabrication des nano-objets dans une approche ~ Marche NAND Flash en forte croissance
bottom-up en s’appuyant sur les mécanismes fondamentaux de la = solution ideale pour les applications qui demandent une large memoire de
nanostructuration et de I’auto-organisation; stockage, telles que appareil photos, MP3, teléphone portables, cles USB ...
- Comprendre les propriétés électroniques des nanodots de Si et de Ge; Pourquol les nanodots ? NAND Flash de STM doit répondre a un

nombre croissant d’applications : large spectre de densités, différentes tailles de
pages, différentes puissances et possibilites de packaging.
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- Modéliser des structures et des composants
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Tache 3 : Proprietes physigues des nano-composants
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Tache 4 : Modélisation des composants
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